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(57) Abstract 

The invention concerns a thyristor with an npnp layer sequence. Located in the n-type base electrode (3), below the turn-on 
contact (7), is a zone (14) which is formed by irradiation with protons and which is doped with generation and recombination cen- 
* tres. The distance (d) of this zone (14) from the main surface (15) on the cathode side defines a reduced breakover voltage at 
which controlled firing of the thyristor occurs. 

(57) Zusammenfassung 

Thyristor mit einer npnp-Schichtfo!ge, bei dem in der n-Basis (3) unterhalb des Zundkontaktes (7) eine durch Protonenbe- 
strahlung gebildete, mit Generations- und Rekombinationszentren angereicherte Zone (14) vorgesehen ist, die durch ihren Ab- 
stand (d) von der kathodenseitigen Hauptflache (15) eine reduzierte Kippspannung definiert, bei der eine kontrollierbare Ober- 
kopfzundung des Thyristors eintritt. 
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5 Thyristor mit einst ellbarer Kippspannung und Verfahren zu 
seiner Herstellung. 

Die Erfindung bezieht sich auf einen Thyristor nach dem Ober- 
begriff des Patentanspruchs 1 und auf Verfahren zu seiner Her- 
10 stellung. 

Wenn eine zwischen der ka thodenseitigen und anodenseitigen 
Elektrode eines Thyristors anliegende, den Thyristor blockie- 
rende Spannung den Wert der Kippspannung (break over voltage) 

15 erreicht Oder ubersteigt, so erfolgt ein lokaler Durchbruch 
des die p-Basis von der n-Basis trennenden pn-Ubergangs . Im 
allgemeinen tritt der Durchbruch an dem in der Seitenflache 
des Thyristors liegenden Rand dieses pn-Ubergangs auf. Zur 
Vermeidung eines solchen sehr haufig zur Zerstorung des Thy- 

20 ristors fuhrenden lokalen Durchbruchs ist es aus der EP-A- 
0 088 967 bekannt, den pn-Ubergang zwischen der p-Basis und 
der n-Basis durch Bestrahlung mit einem Laserstrahl unterhalb 
des zentralen Zundkontakts des Thyristors mit einer die Dicke 
der n-Basisschicht verringernden Ausbuchtung zu versehen und 

25 damit bereits bei einer reduzierten Kippspannung einen kon- 
trollierbaren Durchbruch herbeizu fCihren , der im Bereich der 
Ausbuchtung auftritt. Dieser kont rollierbar e Durchbruch fuhrt 
zu einer Uberkopf zundung des Thyristors, bei der eine thermi- 
sche Zerstorung wegen der kontrollierbaren Zundausbreitung 

30 sicher vermieden wird . Nachteilig ist jedoch, da(3 die redu- 

zierte Kippspannung hierbei nicht mit der gewunschten Genauig- 
keit und Reproduzierbarkeit auf einen bestimmten Spannungswert 
eingestellt werden kann. 



Aus der EP-A-0 316 881 ist es andererseits bekannt, die Kipp- 
spannung eines Thyristors dadurch einzust ellen , daG ein Teil- 
bereich seines p-Emitters, der im lateralen Bereich eines Zund- 
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kontakts oder einer licht empf indlichen Thyristorzone angeord- 
net ist, eine hohere Dotierungskonzentration erhalt als die 
ubrigen Teile des p-Emitters. 

5 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen 
Thyristor der eingangs genannten Art anzugeben, bei dem der 
pn-Ubergang zwischen der p-Basis und der n-Basis beim Erreichen 
einer einstellbaren, reduzierten Kippspannung in definierter 
10 Weise durchbricht, ohne daB hierdurch eine thermische Zersto- 
rung eintritt, wobei die zur Einstellung der reduzierten Kipp- 
spannung getroffenen MaBnahmen in einfacher Weise durchzufuh- 
ren sind. Das wird erf indungsgemaB durch eine Ausbildung nach 
dem kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 erreicht. 

15 

Der mit der Erfindung erzielbare Vorteil liegt insbesondere 
darin, daB die reduzierte Kippspannung, bei der der pn-Uber- 
gang zwischen der p-Basis und der n-Basis des Thyristors durch- 
bricht, ohne daB dieser hierdurch Schaden erleidet, durch den 
20 in einfacher Weise wahlbaren Abstand der mit den Generations- 
und Rekombinationszentren versehenen Zone von der kathoden- 
seitigen Hauptf lachemit hinreichender Genauigkeit und Repro- 
duzierbarkei t eingestellt werden kann. 

25 Der Anspruch 2 ist auf eine bevorzugte Weiterbildung der Er- 
findung gerichtet, der Anspruch 3 auf eine bevorzugte Ausge- 
staltung derselben. Die Anspruche 4 bis 9 geben bevorzugte 
Verfahren zur Herstellung eines erf indungsgemaBen Thyristors 
an . 

30 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnung naher er- 
lautert. Dabei zeigt: 

Figur 1 einen nach der Erfindung ausgebilde ten Thyristor, 

35 

Figur 2 eine Darstellung zur Erlauterung eines Verfahrens zur 
Herstellung einer vereinf achten Aus f uhrungsf or m des 
Thyristors nach Figur 1, 
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Figur 3 eine Darstellung zur Erlauterung eines zusatzlichen 

Verf ahrensschrittes zur Herstellung der vol 1st andigen , 
in Figur 1 dar gestellten Ausf uhrungsf orm , 

5 

Figur 4 ein anderes Verfahren zur Herstellung der vollstandi- 
gen, in Figur 1 dargest ellt en Ausf uhrungsf orm und 

Figur 5 ein weiteres Verfahren zur Herstellung der vollstandi- 
10 gen, in Figur 1 dargest ellten Ausftihrungsf orm. 

In Figur 1 ist ein Leistungsthyristor dargestellt, der einen 
Halbleiterkorper, zum Beispiel aus dotiertem Silizium, mit 
vier auf einander f olgenden Halblei ter schichten al t ernierender 

15 Leitf ahigkeitstypen aufweist. Im einzelnen bestehen diese aus 
einem n-Emitter 1, einer p-Basis 2, einer n-Basis 3 und einem 
p-Emitter 4. Der n-Emitter 1 wird von einer mit einem AnschluB 
K versehenen, kat hodenseitigen Elektrode 5 kontaktiert, der p- 
Emitter 4 von einer anodenseitigen Elektrode 6, die mit einem 

20 AnschluB A versehen ist. Ein bei A und K angeschlossener , im 

einzelnen nicht dargestellter auBerer Stromkreis enthalt prin- 
zipiell eine Spannungsquelle, die zum Beispiel eine Gleich- 
spannung von 1000 Volt abgibt, und einen in Serie zu dieser 
liegenden Arbeitswiderstand . Dabei wird die anodensei t ige Elek- 

25 trode 6 durch die von der Spannungsquelle gelieferte Spannung 
auf ein gegenuber K positives Potential gelegt, so daB sich 
der Thyristor im blockierten Zustand befindet. 

Ein die p-Basis 2 kontaktierender Zundkontakt 7 ist mit einem 
30 AnschluB 8 versehen, dem ein mit 9 bezeichnet er , positiver 
Spannungsimpuls zugefuhrt wird, urn den Thyristor zu zunden. 
Wird der sich im blockierenden Zustand befindende Thyristor 
hierdurch in den stromf uhrenden Zustand ubergefuhrt, so 
schlieBt er den auBeren Stromkreis durch eine niederohmige 
35 Verbindung zwischen A und K . Das Loschen des Thyristors, das 
heiBt sein Ubergang aus dem stromf uhrenden in den gesperrten 
Zustand, erfolgt beispielsweise durch eine Abschaltung der 
genannten Spannungsquelle oder fur den Fall, daB es sich bei 
dieser urn eine Wechselspannungsquel le handelt, beim ersten 
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nach der Zundung auftretenden Nulldurchgang der gelieferten 
Wee hs e 1 span nun g. 

5 Ein in die p-Basis 2 eingefugtes n-leitendes Gebiet 10 ist mit 
einer leitenden Belegung 11 versehen, die in Richtung auf den 
n-Emitter 1 soweit verlangert ist, da(3 sie den pn-Ubergang zwi 
schen 10 und 2 kurzschlieBt. Die Teile 10 und 11 bilden einen 
sogenannten Hilfsemitter (amplifying gate) der eine innere 

10 Zundverst arkung des Thyristors darstellt, Bei rotationssymme- 
trischem Aufbau des Thyristors ist die str ichpunktierte Linie 
12 als Symmetrieachse anzusehen. Mit la sind Ausnehmungen des 
n-Emitters 1 bezeichnet, die von en tsprechenden Ansatzen 2a 
der p-Basis 2 ausgefullt werden. Letztere werden von der katho 

15 denseitigen Elektrode 5 kontaktiert. Die Teile la und 2a bil- 
den Emitter-Basis-Kurzschlusse, die eine unerwunschte Zundung 
des Thyristors beim Anlegen von Blockierspannungen verhindern. 

Zwischen der p-Basis 2 und der n-Basis 3 befindet sich ein pn- 
20 Ubergang 13, der beim Anlegen einer Blockierspannung an die 
Anschlusse A und K in Sperrichtung vorgespannt wird, Erhoht 
man diese Blockierspannung auf den Wert der Kippspannung , so 
fuhrt ein dann entstehender lokaler Durchbruch des pn-Uber- 
gangs 13 zu einer unkontrollierbaren Zundung des Thyristors, 
25 die diesen thermisch zerstoren kann. 

Urn diese Gefahr zu beseitigen, ist nach der Erfindung durch 
maskierte Bestrahlung mit geladenen Teilchen eine Zone 14 der 
n-Basis, die sich im lateralen Bereich des Zundkontakts 7 Oder 

30 bei einem lichtzundbaren Thyristor im lateralen Bereich einer 
lichtempf indlichen Thyristorzone befindet und etwa parallel 
zur kathodenseitigen Hauptflache 15 verlauft, mit zusatzlichen 
Generations- und Rekombinationszentren versehen. Die geladenen 
Teilchen, die vorzugsweise aus Protonen Oder Heiiumkernen be- 

35 stehen, erzeugen Defekte im Halblei tergitter , welche die Tra- 
gerlebensdauer herabsetzen. Unter dern EinfluG der an A und K 
anliegenden Blockierspannung bildet sich am pn-Ubergang 13 
eine Raumladungszone aus, deren Breite sich mit ansteigender 
Blockierspannung vergroBert. Der Abstand der Zone 14 von der 
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kathodenseitigen Hauptflache 15 wird nun so gewahlt, daB dann, 
wenn die Blockier spannung den Wert einer gewunschten reduzier- 
ten Kippspannung erreicht hat, die untere Grenze der Raumla- 
5 dungszone mit der oberen Grenzflache der Zone 14 gerade zusam- 
menfallt. Fur diesen Wert der Blockierspannung sind die Gren- 
zen der Raumladungszone in Figur 1 ei ngezeichnet , wobei die 
untere Grenze mit 16 und die obere Grenze mit 17 bezeichnet 
sind. Beim Erreichen der reduzierten Kippspannung zundet der 

10 Thyristor, da die Verstarkung der aus den Schichten 4, 3 und 2 
gebildeten pnp -Transistor struktur im lateralen Bereich des 
Zundkontakts 7 schlagartig stark erhoht wird. Dies geschieht 
wegen des durch die Zone 14 stark erhohten Generationsstroms 
in der Raumladungszone 16, 17. Das Zusamment ref f en der Raumla- 

15 dungszonengrenze 16 mit der Zone 14, in der eine erhohte Gene- 
ration und Rekombination von Ladungstr agern stattfindet, be- 
wirkt also die Uberkopf zundung des Thyristors. Die reduzierte 
Kippspannung, bei der es hierzu kommt, wird durch den Abstand 
d der Zone 14 von der kathodenseitigen Hauptflache 15 in ein- 

20 facher Weise eingestellt. 

Die kontr ollierbare Zundung des Thyristors beim Erreichen der 
reduzierten Kippspannung kann bei einer variablen Einstellbar- 
keit der elektrischen Thyristordaten nach einer Weiterbildung 

25 der Erfindung auch dadurch gesichert werden, daB durch Bestrah 
lung mit geladenen Teilchen in der n-Basis 3 zusatzlich eine 
weitere Zone 18 mit Rekombinationszent r en erzeugt wird, die 
sich auBerhalb des lateralen Bereichs der Zone 14 befindet und 
sich ebenso wie diese parallel zur kathodenseitigen Hauptfla- 

30 che erstreckt. Die Zone 18 ist dabei in einem grbBeren Abstand 
von der kathodenseitigen Hauptflache 15 angeordnet als die Zo- 
ne 14. Durch die Zone 18 wird die Rekombination in dem auBer- 
halb der Zone 14 liegenden lateralen Bereich der n-Basis 3 ver 
grbBert, was eine Einstellbarkei t zum Beispiel der DurchlaB- 

35 spannung und der S peicherladung des Thyristors erlaubt und 

auBerdem bewirkt, daB die Differenz der Verstarkung der pnp- 
Teiltransistoren in den Bereichen der Zone 14 und der Zone 18 
weiter anwachst. Die in die Zone 18 eingebr achten geladenen 
Teilchen bestehen ebenfalls aus Protonen oder Heliumkernen . 
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Der erf indungsgemaBe Thyristor nach Figur 1 ist aber auch ohne 
die Zone 18 voll f unktionsf ahig. 

5 Die Herstellung eines erf indungsgemaBen Thyristors, der zwar 
die Zone 14, nicht aber die Zone 18 enthalt, soil nun anhand 
von Figur 2 beschrieben werden. Dabei wird von einem aus den 
Teilen 1 bis 6, 10 und 11 bestehenden Thyristor herkommlicher 
Bauweise ausgegangen. Die kathodenseitige Hauptflache 15 wird 
10 auQerhalb eines zentralen Bereichs , der fur den Zundkontakt 7 
Oder bei einem lichtempf indlichen Thyristor fur eine licht- 
empfindliche Thyr istorzone vorgesehen ist, durch eine Maske 
19, zum Beispiel aus Metall, vollstandig abgedeckt. Dann er- 
folgt eine Bestrahlung des Thyristors mit geladenen Teilchen, 
15 zum Beispiel Protonen oder Heliumkernen, in Richtung der Pfei- 
le 20. Dabei stehen diese unter dem EinfluB einer Beschleuni- 
gungsspannung, deren GroBe so gewahlt wird , daB die Teilchen 
mit einer kinetischen Energie beaufschlagt werden, welche sie 
bis zu einer dem Abstand d entsprechenden E indr ingtief e in den 
Halbleiterkorper eintreibt. Dort entsteht dann die mit Genera- 
tions- und Rekombinationszentren angereicherte Zone 14 der 
n-Basis 3. Der Abstand d wird in erster Linie durch die GroBe 
der Beschleunigungsspannung bestimmt, ohne daB die eingestrahl- 
te Protonendosis, die pro cm 2 etwa bei 10 10 liegen kann, eine 
25 kritische Rolle spielen wurde. 

Will man den auf diese Weise hergestellten Thyristor noch mit 
der Zone 18 versehen, so wird gemaB Figur 3 in einem weiteren 
Verf ahrensschritt eine zusatzliche Bestrahlung des Thyristors 

30 durch seine kathodenseitige Hauptflache 15 mit geladenen Teil- 
chen der genannten Art vorgenommen, was durch die Pfeile 21 
angedeutet ist. Dabei wird eine Maske 22, zum Bespiel aus Me- 
tall, verwendet, die zur Maske 19 invers ausgebildet ist und 
.somit nur den zentralen Teil, der fur einen Zundkontakt 7 oder 

35 fur eine lichtempf indliche Thyristorzone vorgesehen ist, ab- 
deckt. Durch Anwendung einer Beschleunigungsspannung, die 
groGer ist als die zur Erzeugung der Zone 14 verwendete, drin- 
gen die geladenen Teilchen tiefer in den Halbleiterkorper ein, 
so daB in einem Abstand d 1 von der kathodenseit igen Hauptflache 
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Ein weiteres Verfahren zur Herstellung eines erf indungsgemaBen 
Thyristors mit den Zonen 14 und 18 ward anhand von Figur 5 be- 
schrieben. Es besteht darin, daB ein die Teile 1 bis 6, 10 und 
5 11 enthaltender Thyristor durch seine anodenseit ige Grenzflache 
23 ganzf lachig mit den bereits beschriebenen geladenen Teilchen 
bestrahlt wird, was durch die Pfeile 26 angedeutet ist. Dabei 
wird eine Blende 27 vorgesehen, die zur Blende 24 invers ist, 
das heiSt den gesamten lateralen Bereich auBerhalb eines fur 

10 den Zundkontakt 7 Oder fur eine lichtempf indliche Thyristor* 
zone vprgesehenen, zentralen Bereichs vollstandig abdeckt. Die 
geladenen Teilchen stehen dabei unter dem EinfluB einer Be- 
schleunigungsspannung, die sie innerhalb dieses zentralen Be- 
reichs eine solche Eindringtiefe erreichen laBt, daB die Zone 

15 14 im Abstand d von der kathodenseit igen Hauptflache gebildet 
wird. Gleichzeitig absorbiert die Blende 27 bei den auf sie 
treffenden Teilchen einen solchen Teil der kinetischen Energie, 
daS die die Blende 27 durchdr ingenden Teilchen eine kinetische 
Restenergie aufweisen, durch die sie eine Eindringtiefe errei- 

20 chen, welche dem Abstand d 1 von der kathodenseitigen Hauptfla- 
che 15 entspricht. Hierbei entsteht im lateralen Bereich der 
Blende 27 die Zone 18. 

Sieht man in den Verfahren gemaS den Figuren 4 oder 5 Blenden 
25 24 bzw. 27 vor, die aus einem Halblei termaterial gefertigt 
sind, das .dem Material des Halbleiterkorpers entspricht, so 
kann die gewunschte GroBenrelation von d und d 1 in vorteilhaf- 
ter Weise dadurch erzielt werden, daB die Dicke der Blenden 24 
und 27 der Differenz d 1 - d entspricht. 

30 

Bei einem Thyristor nach der Erfindung kbnnen die zur inneren 
Zundverst arkung dienenden Teile 10 und 11 auch entfallen. Wei- 
terhin kann bei der Herstellung des Thyristors gemaB den Figu- 
ren 2 und 3 auch der in Figur 3 angedeutete Verfahrensschritt 
35 vor dem in Figur 2 angedeuteten vorgenommen werden. 
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Patentanspr uche 

1. Thyristor mit einem Halbleiterkorper , der einen von einer 
5 kathodenseitigen Elektrode (5) kontaktier ten n-Emittex (1) mit 
einer angrenzenden p-Basis (2) und einen von einer anodensei- 
tigen Elektrode (6) kontaktierten p-Emitter (4) mit einer an- 
grenzenden n-Basis (3) aufweist, die ihrerseits durch einen 
pn-Ubergang (13) von der p-Basis (2) getrennt ist, da- 

10 durch qekenn^eichnet, daB eine Zone (14) 
der n-Basis (3), die sich im lateralen Bereich eines Zundkon- 
taktes (7) oder einer lichtempf indlichen Thyri storzone befin- 
det und etwa parallel zur kathodenseitigen Hauptflache (15) 
verlauft, mit durch Bestrahlung mit geladenen Teilchen erzeug- 

15 ten, zusatzlichen Generations- und Rekombinat ionszentren ver- 
sehen 1st, und daB die Zone (14) der n-Basis (3) in einem den 
Wert der Kippspannung des Thyristors bestimmenden Abstand (d) 
von der kathodenseitigen Hauptflache (15) angeordnet ist. 

20 2. Thyristor nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet , daB die n-Basis (3) in dem lateralen Be- 
reich, der sich auBerhalb der genannten Zone (14) befindet, 
eine weitere, etwa parallel zur kathodenseitigen Hauptflache 
(15) verlaufende Zone (18) mit durch Bestrahlung mit geladenen 

25 Teilchen erzeugten, zusatzlich eingebrachten Rekombinationszen- 
tren aufweist, die in einem groBeren Abstand von der kathoden- 
seitigen Hauptflache (15) angeordnet ist als die genannte Zone 
(14). 

30 3. Thyristor nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch g e - 

kennzeichnet, daB die geladenen Teilchen aus Pro- 
tonen oder Heliumkernen bestehen. 

4. Verfahren zur Herstellung eines Thyristors gemaB Anspruch 1, 
35 dadurch gekennzeichnet, daB der den 

n-Emitter (1), die p-Basis (2), die n-Basis (3) und den p-Emit- 
ter (4) umfassende Halbleiterkorper zur Erzeugung der Zone (14) 
der n-Basis (3) unter Anwendung einer Metallmaske (19), die 
eine Hauptflache (15) auBerhalb eines fur den Zundkontakt (7) 
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oder fur eine lichtempf indliche Thyristorzone vor gesehenen , 
zentralen Bereichs vollstandig abdeckt, durch diese Hauptfla- 
che (15) mit geladenen Teilchen bestrahlt wird, wobei die 

5 letzteren unter dem EinfluS einer ersten Beschleunigungsspan- 
nung stehen, die sie mit einer den Abstand (d) der Zone (14) 
der n-Basis (3) von der kathodenseit igen Hauptflache (15) be- 
stimmenden, kinetischen Energie beauf schlagt. 

10 5* Verfahren nach Anspruch 4 zur Herstellung eines Thyristors 
gemaB Anspruch 2, d a d u r c h gekennzeich- 
n e t , - . daB der Halbleiterkbrper zur Erzeugung der weiteren 
Zone (IB) mit zusatzlich ei ngebrachten Rekombinationszentren 
unter Anwendung einer weiteren Metallmaske (22), die den zen- 

15 tralen Bereich der Hauptflache (15) abdeckt, durch diese Haupt- 
flache (15) mit geladenen Teilchen bestrahlt wird, wobei die 
letzteren unter dem EinfluS einer zweiten Beschleuniaungssoan- 
nung stehen, die sie mit einer den Abstand (d') der weiteren 
Zone der n-Basis von der kathodenseit igen Hauptflache (15) be- 

20 .stimmenden, kinetischen Energie beauf schlagt. 

6. Verfahren zur Herstellung eines Thyristors gemaB Anspruch 
2, dadurch gekennzeichnet, daB der 
den n-Emitter (1), die p-Basis (2), die n-Basis (3) und den 

25 p-Emitter (4) umfassende Halbleiterkorper zur Erzeugung der 

Zone (14) der n-Basis (3) und der weiteren Zone (18) kathoden- 
seitig mit geladenen Teilchen bestrahlt wird, daB eine den zen- 
tralen Bereich der kathodenseit igen Hauptflache (15) abdecken- 
de erste Blende (24) vorgesehen wird, daB die geladenen Teil- 

30 chen unter dem EinfluS einer Beschleunigungsspannung stehen, 
die sie mit einer den Abstand (d 1 ) der weiteren Zone (18) von 
der kathodenseit igen Hauptflache (15) bestimmenden kinetischen 
Energie beaufschlagt und daB die erste Blende (24) einen sol- 
chen Teil der kinetischen Energie absorbiert, daB die die erste 

35 Blende (24) dur c hdr inqenden geladenen Teilchen eine den Abstand 
(d) der Zone (14) der n-Basis (3) von der ka thodens eitigen 
Hauptflache (15) bestimmende kinetische Restenergie aufweisen. 



7. Verfahren zur Herstellung eines Thyristors gemaB Anspruch 
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2, dadurch gekennzeichnet, daB der 
den n-Emitter (1), die p-Basis (2), die n-Basis (3) und den 
p-Emitter (4) umfassende Halbl eiterkorper zur Erzeugung der 
5 Zone (14) der n-Basis (3) und der weiteren Zone (18) anodensei- 
tig mit geladenen Teilchen bestrahlt wird , daQ eine zweite Blen- 
de (27) vorgesehen ist, die die anodenseitige Hauptflache (23) 
auBerhalb eines fur den Zundkontakt (7) oder fur eine licht- 
empf indliche Thyristorzone vorgesehenen, zentralen Bereichs 

10 vollstandig abdeckt, daB die geladenen Teilchen unter dem Ein- 
fluB einer Beschleunigungsspannung stehen, die sie mit einer 
den Abstand der Zone (14) der n-Basis (3) von der kathodensei- 
tigen Hauptflache (15) best immenden kinetischen Energie beauf- 
schlagt und daB die zweite Blende (27) einen solchen Teil der 

15 9 kinetischen Energie absorbiert, daB die die zweite Blende (27) 
durchdr ingenden geladenen Teilchen eine den Abstand (d 1 ) der 
weiteren Zone (18) von der kathodenseitigen Hauptflache (15) 
bestimmende kinetische Restenergie aufweisen. 

20 8. Verfahren zur Herstellung eines Thyristors nach einem der 
Anspruche 4 bis 7, dadurch gekennzeich- 
net, daB die geladenen Teilchen aus Protonen oder Helium- 
kernen bestehen. 



25 9. Verfahren nach Anspruch 6 Oder 7, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die erste oder zweite Blende 
(24, 27) aus dem gleichen Halblei termat erial besteht wie der 
Halbleiterkorper und daB jede dieser Blenden eine Dicke auf- 
weist, die dem gegenseit igen Abstand der Zone (14) der n-Basis 

30 (3) und der weiteren Zone (18) entspricht. 
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